
測定チャンバの排気速度が⼗分に⼤きければ、脱離したガスはチャンバ内に滞

留しません。

このことは、ある時刻に発⽣した任意の脱離ガスの量と、その時刻の脱離ガス

の分圧が⽐例することを意味しています。

その関係は時間 tの関数として次式で与えられます。

(1)

ここで pxは脱離ガス分⼦ xの分圧(Pa)、Aは試料⾯積(m
2
)、Kは気体定数、Sxは

脱離ガス分⼦ xに対する排気速度(m
3
/s)、nxは分⼦ xの単位時間あたりの脱離分

⼦数(molecules/s ・ m
2
)です。

脱離ガス分⼦の全脱離量 Nxは、nxを脱離開始(t=start)から脱離終了(t=finish)

まで積分することにより求めることができます。

(2)

分⼦ xのフラグメント(質量数 M)の QMSイオン電流 IxMは、分⼦ xの質量数 Mのフ

ラグメンテーションファクター(FFxM)、分⼦ xのイオン化難易度(XFx)、質量数 M

の透過率(TFm)、イオンマルチプライヤーの印加電圧依存定数(Ks)と分⼦ xの分

圧の積です。

(3)

TDS の⾯積強度はイオン電流値を積分したものですから、式(3)から分⼦ xの質

量数 Mの⾯積強度(PAxM)は、

(4)

となります。 さらに式(2)を代⼊すると次式を導くことができます。



(5)

この関係式が分⼦の脱離量と⾯積強度を関係づける基礎式となります。

この関係式を⽔素分⼦に適⽤すると次式になります。

(6)

式(5)と式(6)の⽐をとると、

(7)

となり、さらに単位⾯積の試料として規格化すると、

(8)

と変形できます。 任意の分⼦の脱離量は式(8)を変形すると求めることができ

ます。

(9)

このうち(NH2/PAH2M2)は、既知量の H
+
を注⼊した Siウェハーを試料として⽔素分

⼦(H2)を測定する実験で求めることができます。 他のパラメータ Sx、FFxM、XFx、

TFMはいくつかの分⼦に対して既知の値です。 したがって、これらのパラメー

タが既知の分⼦については EMD-WA1000 シリーズで定量することができます。


